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люминесцентных свойств связано с образованием 90–95 % кристаллической  
α-фазы Al2O3. 
Полученные экспериментальные результаты и анализ литературных данных 
позволили утверждать, что собственная люминесценция мембран АОА обу-
словлена F, F
+
-центрами и преобладает в образцах с рентгеноаморфной струк-





 и возникает при кристаллизации исследуемых образцов 




Рис. 1. Нормированные спектры свечения ФЛ исходных (1) и отожженных при 
500 (2), 700 (3), 900 (4) и 1100 (5) 
о
С мембран АОА при возбуждении  
фотонами с энергией 4,6 эВ. 
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Influence of training on ranges of absorption of crystals of NaF-Tl is studied. It is 
shown that absorption band at 196 nanometers can be attributed to absorption of О
2− 
ions. 




Исследованные кристаллы с примесью таллия выращивались в аргоне, но 
термообработка их проводилась на воздухе, что, в принципе, могло привести к 




 близки (0,136 и 
0,133 нм соответственно). Однако дополнительные эксперименты подтвердили 
бесспорную связь полос поглощения в области 210–220 нм с примесью таллия: 
была произведена аналогичная термообработка беспримесных кристаллов, вы-
ращенных в атмосфере аргона; измерения показали, что в спектрах этих кри-
сталлов поглощение в области 210–220 нм отсутствует. 
Сведения о коротковолновых полосах поглощения в спектрах других ще-
лочно-галоидных кристаллов с примесью таллия в литературе отсутствуют. 
Кристаллы с примесью свинца после термообработки дают новые полосы по-
глощения, расположенные с коротковолновой стороны от А-полосы, но в раз-
ных работах они интерпретируются по-разному. Так, авторы [1] считают, что 
появление новой коротковолновой полосы может быть связано с образованием 
нового химического соединения, возможно РbС14 или РbС16. Иного мнения 
придерживается автор работы [2], он считает, что полоса поглощения, появля-
ющаяся с коротковолновой стороны от А-полосы свинца в результате термооб-
работки кристалла KC1-Рb
2+
, представляет собой С-полосу ионов свинца, нахо-
дящихся в агрегатных формациях. С учетом полученных нами данных это по-
следнее заключение кажется предпочтительным. Дополнительным аргументом 
в пользу такой интерпретации новых коротковолновых полос является то, что 
они регистрируются раньше, чем новые длинноволновые полосы. Как известно, 
С-полосы поглощения ртутеподобных ионов являются наиболее интенсивными 




P1 разрешен всеми правилами отбора [3]. 
Нагрев до температур выше 500°С приводит к постепенному ослаблению 
новых полос поглощения, расположенных как с коротковолновой, так и с длин-
новолновой стороны от А-полосы Тl
+
-центров, вплоть до полного их исчезно-
вения, при этом А-полоса постепенно усиливается и после нагрева выше ~ 
800°С достигает первоначальной величины. Такое поведение полос в спектре 
поглощения также согласуется с отнесением как коротковолновых, так и длин-
новолновых полос к агрегатным центрам - при высоких температурах происхо-
дит диссоциация агрегатов на изолированные ионы Tl
+
, а использованная в экс-
периментах довольно высокая скорость охлаждения приближает процесс к за-
калке, в результате которой фиксируется достигнутое при высокой температуре 
распределение примеси.  
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